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昇圧チョッパー回路の 
高周波動作に関する研究

今後は、高周波動作における課題（出力電
圧の制御方式、EMI等のノイズ）や高周波
動作がパワー半導体に与える影響などに
ついて研究を進めていく。電力変換器の小
型化にご興味のある方は、お気軽にお問
い合わせください。

パワエレ機器の小型化にはパワー半導体を高速高
周波で駆動することが有効である。本研究室では、
パルス周期が10MHz、電圧の立上り立下り時間
が2nsのSiC-MOSFET向けのゲート駆動回路を開
発した。今回、開発した駆動回路を昇圧チョッパ回
路に適用して電力変換効率の評価を行った。

GaN-HEMTを用いた10MHzゲート駆動回路を昇
圧チョッパ回路（800W出力、入力電圧200V、出
力電圧400V）に適用した。SiC-MOSFETを用いた
チョッパ回路を臨界モードで動作させることにより
動作周波数10MHz出力電力800W時に電力変
換効率91%を実現した。

図１、２は評価した昇圧チョッパ
の回路図及び試作回路の写真
を示している。
図３はチョッパ特性のベンチ
マーク（駆動周波数と効率）を示
している。SiC-MOSFETを用い
て駆動周波数10MHzで91%
の高い効率を実現している。

図１　試作昇圧チョッパ回路

図３　チョッパ特性のベンチマーク
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図２　試作昇圧チョッパ回路
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